[bookmark: _Toc535498976]附件3
“集成电路关键技术研发与产业化”
重大主题专项申报指南

集成电路是国之重器，事关国家安全和国民经济命脉，是国家战略性、基础性和先导性产业，也是我市大数据智能化发展的基础产业。为提升我市集成电路产业技术创新能力和水平，不断培育经济发展新动能，推动经济实现高质量发展，贯彻落实我市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，根据我市集成电路产业创新发展的实际需求和科研基础条件，现启动实施“集成电路关键技术研发与产业化”重大主题专项，布局一批重点项目，以产业需求为引领，企业牵头，产学研合作，突破一批集成电路“卡脖子”技术难题，研发一批具有国内领先水平的集成电路创新技术和产品，支撑和引领我市集成电路产业创新发展。

[bookmark: _Toc535498813]1. 大尺寸功率器件晶圆工艺支撑技术研发与产业化
研究内容：面向功率器件大尺寸晶圆生产工艺的应用需求，提供晶圆的激光背面修复晶格工艺技术，开展优化薄片大尺寸晶圆支撑系统的研究，减少深层晶圆激光背面修复的晶格缺陷、改善薄片大尺寸晶圆传输的破片率，突破大尺寸功率器件晶圆工艺支撑技术并实现产业化。
考核指标：可用于12英寸晶圆生产线；激光晶格修复束斑尺寸3.5 mm × 30 μm (主光源波长515 nm) 及3.5 mm × 100 μm (辅助光源波长808 nm)。薄片静电卡盘传片效率达200片/h；工作温度不低于400℃；吸附时间小于10 s；项目执行期内实现销售不少于3000万元。
实施年限：不超过3年
支持方式：企业牵头申报，拟支持不超过1项，财政经费资助500万元。

[bookmark: _Toc535498814]2. 智能终端用高效率同步整流电路研发与产业化
研究内容：面向手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、电视机顶盒等智能终端的快速充电电源适配器市场，开展智能终端用高效率同步整流电路设计技术研究，集成同步整流控制电路和功率MOS，突破自供电技术和自驱动功率MOS等关键技术，形成系列化的同步整流电路产品并实现产业化。
考核指标：工作电压范围15V~120V；功率MOS开启延迟≤80ns；功率MOS关闭延迟≤50ns；功率MOS最小开启时间≥800ns；反向漏电流≤400μA；项目执行期内实现销售收入不少于2000万元。
实施年限：不超过3年
支持方式：企业牵头申报，拟支持不超过1项，财政经费资助200万元。

[bookmark: _Toc535498815]3. 智能终端用USB Type-C芯片研发与产业化
研究内容：面向智能终端USB Type-C接口应用，开展符合USB接口协议的串行互联芯片设计技术研究，突破自适应信道均衡算法、连续时间均衡器的低噪声电路结构、全数字式并行化时钟数字恢复、高阶判决反馈均衡架构等关键技术，开发符合Type-C接口标准的芯片产品并实现产业化。
考核指标：采用65nm及以下先进CMOS工艺；采用USB3.1协议标准，符合Type-C接口规范；支持单电源5V供电；片内集成可编程eFuse存储器，ID信息可配置；项目执行期实现销售收入不少于1500万元。
实施年限：不超过3年
支持方式：企业牵头申报，拟支持不超过1项，财政经费资助200万元。

[bookmark: _Toc535498816]4. 基站用Sub-6GHz高性能频率合成器芯片研发与产业化
研究内容：面向5G通信sub-6GHz频段移动通信基站市场，开展低噪声、宽频带单片高性能小数分频频率合成器研究，突破低底板相位噪声设计、宽带低噪声反馈分频器设计及低相噪VCO设计等关键技术，形成满足通信基站sub-6GHz应用的单片频率合成器产品并实现产业化。
考核指标：输出频率范围25MHz-6GHz；参考输入频率范围10MHz~300MHz；参考输入功率范围-5dBm～5dBm；底板相位噪声≤-227dBc/Hz；最高鉴相频率100MHz；总电流≤250mA；项目执行期实现销售收入不少于2000万元。
实施年限：不超过3年
支持方式：企业牵头申报，拟支持不超过1项，财政经费资助200万元。

[bookmark: _Toc535498817]5. 新一代功率半导体器件研发与产业化
研究内容：面向新能源汽车、轨道交通、5G通信、智能制造等应用领域，基于SiC、GaN等第三代半导体材料，开展功率电子器件、高频功率器件等设计和制造技术研究，突破SiC功率器件所需离子注入与掺杂工艺，低栅漏电流、低接触电阻GaN基器件设计与制备等关键技术，研制出基于第三代半导体的大功率器件系列产品并实现产业化。
考核指标：SiC功率电子器件：SBD反向击穿电压600V-3300V，工作电流6A-50A，正向电压1.4-2.0V；MOS反向击穿电压600V-1200V，导通电阻小于80mΩ，工作电流10A-30A。SiC衬底GaN高频功率器件：漏电流小于80μA/mm；二维电子气迁移率大于1800cm2/V·s；器件工作频率1.6GHz，功率大于150 W，效率大于60%；宽带器件工作频率1.3~2.2GHz，功率大于150 W，效率大于50%。Si衬底GaN电力电子功率器件：方块电阻小于500Ω/sq；增强型沟道迁移率大于500cm2/V·s；耐压大于600V；常关器件阈值电压大于2V；器件开关频率大于1MHz；转换效率大于70%。项目执行期以上芯片实现销售收入不少于3000万元。
实施时限：不超过3年
支持方式：企业牵头申报，拟支持不超过2项，财政经费资助300万元。

[bookmark: _Toc535498818]6. 物联网终端系统应用的核心芯片研发与产业化
研究内容：面向物联网终端系统应用领域，开展基带与射频收发器芯片集成技术研究，突破eMTC高性能基带处理、自干扰载波消除、密集模式读写、高效防碰撞等关键技术，形成物联网智能终端系统核心芯片并实现产业化。
考核指标：
物联网智能终端芯片：支持eMTC、Cat-1bis技术标准，支持3GPP R14或更高版本；支持LTE-FDD Band3/5/8，TD-LTE Band39/40/41；支持半双工和全双工。UHF RFID读写器芯片：支持EPC、GB 等多种标准协议:内置常用商密与国密算法，并留有可扩展加密接口；接收灵敏度：-110dBm；集成功率放大器：最大功率输出10dBm；功耗不超过1.2 W。
以上芯片项目执行期实现销售收入不少于3000万元。
实施年限：不超过3年
支持方式：企业牵头申报，拟支持不超过1项，财政经费资助300万元。

[bookmark: _Toc535498862]7. 高集成度感烟探测器电路研发与产业化
研究内容：面向智慧楼宇烟雾探测火灾报警器市场，开展高集成度高灵敏度感烟探测器电路设计技术研究，突破高精度红外探测驱动、高灵敏度信号跨阻放大、高可靠总线驱动等关键技术，形成高集成度感烟探测器电路产品并实现产业化。
考核指标：集成8位MCU；128 Bytes数据存储空间；平均工作功耗 ≤200μA；红外发射驱动电流可调，最大驱动电流≥200mA；光电放大器增益可调，最大增益≥0.5V/nA；回码电流可编程，最大回码电流≥160mA；项目执行期内实现销售不少于2000万元。
实施年限：不超过3年
支持方式：企业牵头申报，拟支持不超过1项，财政经费资助200万元。

[bookmark: _Toc535498863]8. 新一代快启动光纤陀螺传感器光电器件及控制芯片研制及产业化
研究内容：面向低成本、小型化光纤陀螺传感器系统应用的要求，开展SLD光源、耦合器、Y波导集成光学器件、光电接收模块（PAM）等器件的低成本、小型化和散热设计研究，开发光电接收专用集成电路芯片并实现产业化。

考核指标：SLD光源技术指标：出纤功率≥800μw；全温度范围内出纤功率稳定性≤10%；半波带宽≥40nm；ER≥15dB。耦合器技术指标：插入损耗≤2.5dB；PDL≤0.2dB；RL≥50dB；ER≥18dB。Y波导集成光学器件技术指标：插入损耗≤3.5dB；半波电压≤4.0V；带宽≥300MHz；ER≥25dB。光电接收（PAM）专用集成电路芯片技术指标：-3dB带宽140MHz（G=+1）；电压噪声<10nV/（f=10kHz）；失调电压≤1.5mV；共模抑制比≤-100dB；无杂散动态范围（SFDR）≤-88dB。项目执行期内实现销售不少于1500万元。
实施年限：不超过3年
支持方式：企业牵头申报，拟支持不超过1项，财政经费资助200万元。

[bookmark: _Toc535498864]9. 三维光学深度感应传感芯片研发与产业化
研究内容：面向智慧城市、物联网、人工智能等市场，研究三维光学传感阵列感应与红外反射能量形成的距离函数，基于双目摄像头，突破人脸识别、骨骼识别、低照度活体检测以及机器视觉等三维深度识别关键技术，研制三维光学深度感应传感芯片并实现产业化。
考核指标：工作距离0.1~1 m，160×160像素阵列；高帧速率120Hz与环境光减，480Hz无环境光减；内置双可调电流驱动器最高400mA；红外波长808/850/940nm；户外作业可支持不小于2000勒克斯；I2C或SPI接口控制寄存器；并行或SPI图像输出接口。项目执行期内实现销售不少于1500万元。
实施年限：不超过3年
支持方式：企业牵头申报，拟支持不超过1项，财政经费资助200万元。
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